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【はじめに】 印刷法で作製された p 型と n 型有機トランジスタを組み合わせて構成される相補

型集積回路の実現は、電子回路の簡素化や低消費電力化が見込めるため、低コスト RFID タグや

センサーの実現に向けた重要な課題である。我々は、p 型/n 型 OTFT の S/D 電極にそれぞれ異な

る電極表面処理（SAM処理）を行うために、p型/n 型の S/D電極層を分離した積層構造で相補型

集積回路を実現してきたが[1]、プロセス数が増加してしまうという課題があった。本研究では、

SAM処理不要な高分子p型半導体を用いることで、同一平面上へp型/n型のS/D電極層を形成し、

プロセス数を低減することに成功したので報告する。 

【実験】 p 型と n 型 OTFT の S/D 電極を同一平面に形成した TGBC 構造を用いた。回路を構成

する全ての電極は、銀電極をインクジェット印刷法により形成した。有機半導体には塗布成膜可

能な p型高分子半導体（MOP-01, 三菱ケミカル株式会社）、n型低分子半導体（TU-3, フューチャ

ーインク株式会社）を用い、疎水性バンクにより分離し、ディスペンサー装置を用いて形成した。

また、有機半導体／電極界面の電極表面処理として、n 型には 4-MBT（4-Methylbenzenethiol）を

用いて処理した。絶縁膜にはパリレン（diX-SR, KISCO）を用い、絶縁膜形成プロセス以外は全て

印刷法を含む溶液法で形成した。 

【結果】作製した相補型インバータ回路の顕微鏡像とデバイス構造を Fig. 1 に示す。大気下、暗

所で測定した p型 OTFT は、移動度 0.2 cm2/Vs、閾値電圧 0.4 V、n型 OTFT は、移動度 0.2 cm2/Vs、

閾値電圧 1.6 Vを示した（Fig. 2）。インバータ特性は、駆動電圧 2.5 V~ 10 V で良好に駆動し、駆

動電圧 10 V のときの最大ゲインは 8を示した。これは積層構造で形成した相補型回路と同等の性

能であり、SAM処理が不要な p型高分子半導体を用いたことによるものである。 
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Fig 1. Microscopic image and    Fig 2. Transfer characteristics      Fig 3. Input-Output characteristics 

Structure diagram of fabricated   with channel length about 40 μm.   of complementary inverter circuits. 
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